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Die Erfindung betrifft die Einschmelzung einer 
Stromfuhningselektrode in Gias. In Gasentladungs- 
rohren werden zur Strqmfuhrung Metallelektroderi 
verwendet, die linter Beachtung besonderer MaBnah- 
men in den Rohrenkorper aus Glas eingeschmolzen 5 
sind. Die Veraibeitung von elektrisch gut leitendem 
Elektrodenmaterial als Einschmelzelektrocle iiti Glas 
erfordert insbesondere auf Gmnd der verschiedenen 
Temperaturkoeffizienten von iiblichem Elektroden- . 
material und- bekanntem Glas eine besondere Aus- io 
wahl des Materials sowie ein besonderes Verfahren 
zur Herstellung der Glaseinschmelzung. 

Im allgemeinen wird aber an die in Glas einzu- 
schmelzende oder eingeschmolzene Elektrode nicht 
nur die Erwartung auf hobe Stromfiihrung gekniipft, 15 
sondern auch an die Einschmelzstelle die Anforde- 
rung auf Hochvakuumdichtigkeit und mindestens im 
betriebsmaBig auftretenden Temperaturbereich Tern- 
peraturbestaridigkeit gestellt. Da die zu verarbeiten- 
' den Materialien Metall und Glas nicht nur hinsicht- so 
lich der Temperaturkoeffizienten ausgewahlt werden 
- konnen, sondern auch andere Eigenschaften fiir die 
Verwendung von wesentlicher Bedeutung sind, ist es 
haufig nicht zu umgehen, Materialien mit sehr ver- 
schiedenen Temperaturkoeffizienten zu verwenden. 
An den Einschmelzstellen wird dabei eine Glaszwi- 
schenschicht verwendet, deren Temperaturkoeffizient 
zwischen dem des Elektrodenmaterials und dem des 
Rohrengjases liegt. In bekannter Weise kann so eine* 
stufenweise Annaherung der verschiedenen Tempe- 30 
raturkoeffizieriten vorgenommen werden. 

Fiir die Einschmelzung von Metallen in Glas ist es 
bekannt, Zwischenschichten aus cjinem Oxyd des be- 
treffenden Metalles (A. Zinke, »Technologie der 
Glasverschmelzungen«, 1961, S. 57) oder aus Sili- 
zium (deutsche Patentschrift 634 236) zu verwenden. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugruiide, eine 
Glaseinschmelzung einer Elektrode anzugeben, die 
bei einfacher Herstellung temperaturbestandig ist, 
wobei die Elektrode hohe Strome fiihren kann und 40 
dariiber hinaus besondere Eigenschaften besitzt 

Die Erfindung besteht darin, daB zur temperatur- 
bestandigen Einschmelzung einer zylinderformigen 
Metallelektrode in GasentladungsgefaBen eine Elek- 
trode aus Silizium verwendet wird, auf deren Ober- 
flache durch thermische Oxydation eine Silizium- 
dioxydschicht bis zu % \im erzeugt wird. Durch 
p- oder n-Dotierung kann der spezifische Widerstand 
des Siliziums in bekannter Weise so verringert wer- 
den, daB die Elektrode auch hohe Stromdichten fiih- 
ren kann. 

Besonders vorteilhaft ist die erfindungsgemaBe 
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Siliziumelektrode in vakuumdichter, temperaturbe- 
standiger Glaseinschmelzung bei der technischen 
Verwendung unter thermischer Wechselbeanspru- 
chung. Weiterhiri ist die Siliziumelektrode gegen alle 
Sauren bestaridig, die auch das. Glas nicht angreifen. 

An Hand des in der Figur d^rgestellten Ausfiih- 
rungsbeispiels wird sowohl die in Glas eingeschmol- 
zene Siliziumelektrode gezeigt als auch das Herstel- 
lungsverfahren der Glaseinschmelzung erlautert. 

Die Elektrode 1 besteht aus einem ein- oder poli- 
kristallinen Siliziumstab. Dieser Siliziumstab ist, um 
eine giinstige Verarbeitung bei der 'Glaseinschmel- 
zung zu gewahrleisten, zylindrisch ausgebildet Auf 
eine so ausgebildete Siliziumelektrode 1 wird durch 
thermische Oxydation eine Siliziumdioxydschicht 2 
bis zu einer Schichtdicke von 2 |a aufgebracht. Durch 
eine bei Temperaturen von 110Q bis 1200° C iiber 
eine Zeitdauer bis etwa 3 Stunden in nassem Sauer- 
stoff vorgenommene Oxydation und der so an der 
Oberflache des Siliziumstabes' erzielten Dioxydschicht 
werden Lufteinschlusse an der Einschmelzstelle 3 des 
Siliziumstabes im Glas 4 verhindert. 

Vor der Dioxydschichtbildung ist der Siliziumstab 
in bekannter Weise zu reinigen und zu entfetten. Zur 
Einschmelzung wird mit Voirteil ein Glas benutzt, 
dessen Ausdehnungskoeffizient dem des Siliziums 
(6 bis 7 > 10"« Grad" 1 ) entspricht. 

Die lichte Weite des zur Einschmelzung der Sili- 
ziumelektrode bestimmten vorbereiteten Einschmelz- 
glases ist bei def Herstellung der Einschmelzung vor- 
teilhaft geringfugig (bis Va mm) groBer als der Durch- 
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messef der Siliziumelektrode. Das zur Einsclmelzung 
der Siliziumelektrode verwendete Glas wird nun zu- 
sammen mit dem mit einer Dioxydschicht versehenen 
Siliziumstab so erhitzt, <JaB es in zahfliissigein Zu- 
stand an den Siliziumstab angedriickt werden kann. 
Das Andrucken kann.beispielsweise durcliRollen auf 
Kohleplatten oder gegeberienfalls mit entsprechend 
angeordneten Kohlerolleij vorgenommen werden. 

Die so hergestellte Elektrodeneinschmelzung in 
Glas ist sowoM vakuumdicht als auch temperatiirbe- 
stSndig und weist auch keine Lufteinschliisse aut Die 
fur eine einwandfreie Einschmelzung notwendige Di- 
oxydschicht kann mitfels FluBsaure auBerhalb der 
Einschmelzstelle leicht wieder entfernt werden." 

Eine anschlieBende, nochmalige Aufheizung der 
Einschmelzstelle bis zu einem Wert, bei dem das 
Glas zahfliissige Eigenschaft aufweist, dient sowoM 
einer endgultigen Verbindung als auch einer besseren 
Formgebung des Glases. 
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Pateritanspriiche: 

1. Verfahren zur hbchvakuumdichten, tempe- 
raturbestandigen Einschmelzung einer zylinder- 
fonnigen Metallelektrode in . Gasentladungsge- 
fafien aus Glas, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Elektrode aus Siliziura besteht und 
auf ihrer Oberflache durch thermische Oxydation 

.eine Siliziuindioxydschicht bis zu. 2^ erzeugt 
wird. 

2. Elektrode zur Durchfuhrung des Verfahrens 
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Elektrode aus n- oder p-dotiertem Silizium 
besteht. 

In Betracht gezogene Druckschriften: \ 
Deutsche Patentschrift Nr. 634 236; 
A. ZLnke, »Technologie der Glasverschmelzun- 
gen«c (1961), S. 57; 

»Electronics«, Bd. 350 (1962), S. 56 bis 58. 
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